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ПРОСТВШСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕШЕ ОТРАЖЕННЫХ И ПСГЛСЩШЫХ Э1ЕКТР(Ж0В Л.В.Гояовяшкива, Ю.Г.Косарев, Н.Г.Находкин 
Знание характеристик пространственного распределения поглощенных и отраженных электронов имеет важное значение для многих практических области, например, для исследования проблемы зарядки диэлектриков, записи информации электронным лучом, при изучении структуры поверхности методом сканирующей аяектронной микроскопии и др. В работе [ I ] уже обсдодались некоторые результаты прямого моделирования н^пругого рассеяния электронов средних энергий (220 2 8в ^ Е^ ^ 4000 2 эв, где Ъ - атомный номер мишени) и было показано хорошее совпадение расчетных и экспериментальных данных. Это позволяет с определенным доверием отнестись ко всем резуль -татам расчета, получаемых в рамках использованной модели. Основная особенность полученных результатов состоит в том,, что мы имели возможность исследовать распределение рассеяных электронов не только по углам возвышения ( X ) , во и по азимутам 

(У)- в областях, заключенных между плоскостями, определенными фиксированным значением 9=^15°±А, У^Эд'^А, У^^55°^Ь.). Васчет выпсянен для трех веществ - Ве, М , Рб - при различных значениях начальной эн-зргии Е̂ , и углах падения 9 = 60°и 80? Погрешность метода Монте-Карло с? обратно проторциональна /к , где К - число моделкруашх траекторий, при этом с вероятностью />,= 0.95 где I - моделир!/еная случайная величина, имаощая почти нормальный закон распределения, М^,!)'^ - матшатическое ожвдание и дисперсия \, ^ р - 1.96. 
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.в°= 60* 
к в 4000 
6 = 0.01 а) А » 10° б) А - 45® 

О т 2,..а ж е н и е . В соответствии с экспериментом [ 2 ] в плоснебти падения наибольшее число отраженных электронов расположено вблизи направления зеркального отражения (рис. 1а-4а).Относительное количество отраженных "вперед" электронов п^1п (где 
а - число электронов, отраженных в области У=о''±А, п - общее число отраженных электронов) с увеличением атомного номера 1 уменьшается. Дня алшиния значение /п с ростом от 2.7 кэв до 19.3 кэв возрастает приблизительно в 3 раза (рис.2а-3а). Расчетные данные о пространственном распределении отражен -ных электронов, полученные регистрацией декартовых координате х,1^) в момент отражения, содержится в С З ] . П о г л о щ е н и е . Дня поглоценных электронов расчет об-наргуживает почти равномерное пространственное распределение вокруг оси 02 даже при наклонных углах падения 60° - 80°(рис. 16 - 46). Следует заметить, что для В-е в направлении падения цучка ("вперед") поглощается несколько больше электронов , ч а ! в обратном направлении ("назад") (рис. 16). Это объясняется, по-ви-димону,тем, что при 55= 80° среднее число соударений, испытываемых алеигронами в мишени , невелико « 124 [ I ] ) и электроны не успевают полностью "забыть" направление своего падения. Когда число соударений в мишени возрастает { Ш, Р6 ) , равномерность в распределении поглощенных электронов насоупает при толщинах, равных глубине полной диф^зии (рис. 26 - 46). 

Рис.4. Пространственное распреде т ление электронов: а) отра -жение, 6) поглощение. 
1- а ^ 0,2; 
г-а = 0,10; 3 - йГ = {К.©5. 
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